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第 6 章では、絶縁物薄膜の厚さが数百A になると、絶縁物中のトラップが電気伝導機構に支配的な
影響をむよぼすことを実験と計算の結果からあきらかにしている。また新しい酸化法としてプラズ、マ
酸化法を用いた場合の問題を検討している。
第 7 章は、第 I 編の結論である。
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第 3 章では、半導体表面の物理現象や、 MIS (Metal-Insulator Semiconbuctor)構造の諸特性
を要約している。
第 4 章では、各種の低温形成絶縁物薄膜を Si 表面の安定化に応用した場合の問題を論じている o
MIS ダイオードの諸特性および加速テストに対する安定性の結果から、 Si -絶縁物界面の界面準
位および絶縁物薄膜中の正電荷が不安定性の原因となることをあきらかにしている。しかし絶縁物薄
膜を多層構造にすると良好な表面特性を示すことを見出し、 Si02 - phosphos ilicate g lass の 2 層構
造とすると安定であることを述べている。
第 5 章では、 LTP法による半導体素子への応用例としてMIS-FET を試作している。従来の
半導体プロセス技術では得られなかった N チャネル・エンハンスメント型の素子製作を可能とし、か
っ素子特性と界面準位および界面移動度との関係について検討を行なっている。











後者においては、絶縁物薄膜として低温形成 Si 酸化膜およびガラス膜にて Si 表面を被覆した場
合をとりあげ、安定化に関連する諸国子についての検討を行い、実用化に際しての問題点を解明して
いる。また、金属一絶縁物薄膜一半導体なる構造の素子の特性に関する研究も行い、電界効果型トラ
ンジスタの特性向上に資する結果をえている。
以上のように本論文は絶縁物薄膜を通しての電気伝導機構を明らかにしたのみならず、絶縁物薄膜
を固体素子の表面安定化に用いた場合における問題を解明し、半導体素子の製作技術および特性向上
に寄与するところ大である。よって本論文は工学博士論文として価値あるものと認める。
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